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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国机械工业联合会提出。 

本文件由全国磨料磨具标准化技术委员会（SAC/TC139）归口。 

本文件起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、国机金刚石（河南）有限公司、宁波晶钻科

技股份有限公司、国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司、北京科技大学。 

本文件主要起草人：闫宁、包华、吴晓磊、张冠群、徐帅、李成明、周文涛、张良、余佳音、王鹏、

安康。 

本文件为首次发布。 
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化学气相沉积单晶金刚石（同质外延）用晶种 

1 范围 

本文件规定了化学气相沉积（CVD）方法同质外延生长单晶金刚石用晶种的规格尺寸和技术要求，

描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书内容。 

本文件适用于化学气相沉积单晶金刚石（同质外延）用晶种的制造。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 1555—2023  半导体单晶晶向测定方法 

GB/T 29505  硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法 

GB/T XXXXX  人造金刚石化学分析方法 

GB/T 34612  蓝宝石晶体X射线双晶衍射摇摆曲线测量方法 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 

化学气相沉积单晶金刚石  chemical vapor deposited single crystal diamond 

氢气、甲烷等气体经过活化、分解后，在晶种表面外延生长形成的单晶金刚石。 

 

同质外延  homogeneous epitaxy 

在衬底上生长与衬底材料组分相同的单晶薄层的外延工艺。 

 

晶种  crystal seeds 

用于单晶金刚石外延生长的金刚石衬底。 

 

塌边  edge subside 

抛光工艺中晶种边缘区域形成的加工缺陷。 

4 规格尺寸 

化学气相沉积单晶金刚石（同质外延）用晶种（以下简称“晶种”）的主要规格尺寸见表1。 
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表1 主要规格尺寸 

单位为毫米 

规格 
尺寸 

长度 宽度 厚度 

5.0×5.0×0.2 5.0 5.0 0.2 

5.5×5.5×0.2 5.5 5.5 0.2 

6.0×6.0×0.2 6.0 6.0 0.2 

6.5×6.5×0.2 6.5 6.5 0.2 

7.0×7.0×0.2 7.0 7.0 0.2 

8.0×8.0×0.3 8.0 8.0 0.3 

9.0×9.0×0.3 9.0 9.0 0.3 

10.0×10.0×0.3 10.0 10.0 0.3 

12.0×12.0×0.3 12.0 12.0 0.3 

15.0×15.0×0.5 15.0 15.0 0.5 

20.0×20.0×0.7 20.0 20.0 0.7 

5 技术要求 

外观 

5.1.1 晶种的形状为正方形。 

5.1.2 晶种表面洁净，无可见污染物。 

5.1.3 晶种为无色透明或浅的棕色、黄色。 

尺寸偏差 

晶种的尺寸偏差应符合表2的规定。 

表2 尺寸偏差 

尺寸项目 允许偏差 

长度、宽度 ±0.1 mm 

厚度 
＜0.5 mm ±0.05 mm 

≥0.5 mm ±0.1 mm 

4个角角度（90°） ±0.5° 

 

杂质含量 

晶种中总杂质含量应不大于10 μg/g。 

结晶质量 

晶种的结晶质量用X射线双晶衍射摇摆曲线半高宽表示，应符合表3的规定。 

表3 结晶质量 

晶种制备方法 
半高宽 
arcsec 

化学气相沉积（CVD）法 ≤150 

高温高压（HPHT）法 ≤70 

 

晶体晶向 

晶种的生长表面晶向应为<100>，生长表面法线与<100>晶向角度偏差不应大于2°。 
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表面粗糙度 

晶种的生长表面应抛光或保持晶体的原始生长表面，抛光后的表面粗糙度Ra≤10 nm，原始生长表

面粗糙度Ra≤200 nm。 

表面质量 

晶种的表面质量应符合表4的规定。 

表4 表面质量 

项目 要求 

凸起、凹坑 无 

多晶 无 

夹杂 无 

裂纹 无 

崩边、缺口 ≤0.1 mm 

塌边 ≤0.5 mm 

 

6 试验方法 

外观 

目视检查。 

尺寸 

长度、宽度和厚度用外径千分尺测量，角度用角度尺测量。 

杂质含量 

按照 GB/T XXXXX 的规定进行测定。 

结晶质量 

按照 GB/T 34612 的规定进行测定。金刚石部分晶面的布拉格角参见表A.1。 

晶体晶向 

按照 GB/T 1555—2023 中X射线衍射定向法的规定进行测定。金刚石部分晶面的布拉格角参见表

A.1。 

表面粗糙度 

按照 GB/T 29505 的规定进行测定。 

表面质量 

用带刻度尺的100倍光学显微镜检测。 

7 检验规则 

产品出厂应按本文件技术要求逐项检验，全部符合要求者为合格，合格者附质量保证书。 

8 标志、包装、运输和贮存 
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标志 

8.1.1 包装盒上应有下列标志： 

a) 产品名称； 

b) 产品规格； 

c) 生产日期。 

8.1.2 包装箱上应有下列标志： 

a) 产品名称； 

b) 产品规格； 

c) 产品数量； 

d) 发货日期； 

e) 供方名称、地址、电话； 

f) 需方名称、地址； 

g) “小心轻放”“易碎”等标识。 

包装 

8.2.1 晶种片应使用有防擦伤、防玷污、放碎裂保护的专用包装盒包装，然后放入洁净的包装袋内，

抽真空封装。 

8.2.2 将封装好的包装盒连同质量证明书和订货单一起放入包装箱中，并用缓冲材料填充。 

8.2.3 特殊包装要求，由供需双方商定。 

运输 

产品在运输过程中应防止挤压、碰撞，并采取防震、防跌落、防潮等措施。 

贮存 

产品应存放在洁净、干燥的环境中。 

9 质量证明书 

每批产品应有质量证明书，其上注明： 

a) 生产方名称、商标、地址、电话； 

b) 制备方法； 

c) 产品名称； 

d) 产品批号； 

e) 产品数量； 

f) 执行标准（本文件编号）； 

g) 各项参数检验结果 

h) 检验部门印记和检验员签章； 

i) 出厂日期。 
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A  
A  

附 录 A  

（资料性） 

金刚石晶体部分晶面布拉格角 

金刚石晶体部分晶面的布拉格角见表A.1。 

表A.1  布拉格角 

衍射晶面 布拉格角（θB） 

（111） 21°58′ 

（220） 37°38′ 

（311） 45°48′ 

（400） 59°50′ 

（331） 70°43′ 

注1：金刚石晶格常数：α＝0.3567 nm。 

注2：布拉格角为 Cu 靶 Kα1 线（λ＝0.15406 nm）对应值。 

 

 


